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薄膜内部の3 次元構造を評価する手法として GISAXS 法は広く利用されるよう

になってきている。 Si キャップの Ge ナノドットなど、Si や SiO2 ベースの被覆/

基板あるいは 3 次元構造をもつナノ構造において、例えばナノドット起源と表

面起源の散漫散乱の区別などの詳細な解析を試みる場合には異常分散効果

の利用が有効であると期待される。 Si 吸収端での異常分散効果を利用する

ためには必然的に軟 X 線領域での測定が必要となる。 また、Si 吸収端での

GISAXS が可能になれば、それより高エネルギー側に吸収端を持つ P,S,Cl な

どの異常分散効果を利用した GISAXS 測定も技術的に可能になると期待され

る。 

本報告では軟 X 線領域での Si キャップ Ge ナノドットの GISAXS 測定結果を、

硬 X 線での GISAXS と比較検討した。 軟 X 線 GISAXS 測定は P 型課題とし

て BL11B でおこない、硬 X 線 GISAXS のデータは以前の 15A のものを利用し

た。15A での GISAXS プロファイルの解析から再構成した試料のナノドット構造

を使った強度シミュレーションにより、11B で得られた軟 X 線 GISAXS のプロフ

ァイルを再現できることが明らかになった[1]。  

一方、異常分散効果を利用して表面散乱と内部構造の分離を試みる点につ

いてはエネルギー2 水準で測定をおこなったため、まだ途上である。ただ、表

面粗さによる散乱が内部構造と相関をもつ場合、持たない場合についての統

一した評価（あるいはシミュレーション）方法は、GISAXS 法を被覆された巨大

分子やそのほかの材料系への応用を考えた場合のモデルとして重要であり、

構造が良く制御された Ge ナノドットでの評価は解析手法が確立されていない

このような問題には有効であると考えられ、今後の継続検討課題である。 

軟 X 線による GISAXS の従来の GISAXS との違いとしては、Si の K 吸収端近

傍は波長で CuKαの約 4.5 倍と長波長であるために侵入深さが小さいこと、解

析上ではデータが高ｑまで必要な場合にはエバルト球の曲率の影響がプロフ

ァイルに明瞭に認められるようになることである。また、軟 X 線を利用すると臨

界角が数倍になることなども影響し、侵入深さを制御した GISAXS 解析が比較

的容易に実現される感触を P 型課題のうちに得ることができた。 
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